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１．概要（Summary） 

ノーマリオフ動作の p-GaN ゲート HEMT 作製にあた

り、エピウエハにおけるp-GaN層の活性化は必須となる。

そこで、活性化アニール工程をマッフル炉で実施したとこ

ろ、p-GaN層内にて酸素[O]が過剰に取り込まれているこ

とが分かった。p-GaN 中の酸素のデバイス動作への影響

調査が今後の課題となる。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マッフル炉、二次イオン質量分析装置（D-SIMS）、触

針式段差計  

【実験方法】 

MOCVD 法を用いて、Si 基板上にバッファ層、GaN 層、

AlGaN 層(15 nm)、p-GaN 層(Mg=3x1019 cm-3, 100 

nm)を順次堆積したエピタキシャルウエハは、エピ成長直

後 p-GaN 層が不活性化されている。そこで、活性化アニ

ール(800℃ 30分, N2雰囲気)を、マッフル炉を用いてお

こない、p-GaN層の活性化を試みた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

マッフル炉を用いて p-GaN 層の活性化アニールをおこ

なうと、p-GaN 層中の酸素はもともと SIMS 評価でバック

グラウンドレベルであったが、表面から酸素[O]が多く取り

込まれることが D-SIMS 評価結果からわかった(Fig. 1)。

マッフル炉で窒素雰囲気にしたものの、真空引き機構が

ないためと思われる。酸素はGaN中でドナーとなることが

懸念される一方で、酸素雰囲気アニールで活性化率が上

がる報告[1]もあることから、p-GaN 層活性化およびデバ

イス特性への影響調査が必要となる。 

 

Fig. 1 SIMS analysis of p-GaN/AlGaN/GaN epitaxial 

wafer after p-GaN activation annealing.  
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